SILIZIUM-SOLARSTRAHLUNGSSENSOR

zur Messung der Bestrahlungsstarke

Die Silizium-Solarstrahlungssensoren (Si-Sensoren) werden seit 1994 in
unterschiedlichen Varianten hergestellt. Dabei wurden bis zum Jahr 2010
mehr als 10000 Sensoren weltweit verkauft. Die Solarstrahlungssensoren
bilden eine preiswerte Losung fiir die Messung der Bestrahlungsstarke.
Gleichzeitig gewdhrleistet das pulverbeschichtete Aluminiumgehduse mit
der hinter Glas einlaminierten Solarzelle einen sehr robusten und zuver-

ldssigen Sensoraufbau.

Allgemeines

Funktionsweise

Eine Silizium(Si)-Solarzelle kann als
Strahlungssensor genutzt werden, weil
der KurzschluRstrom der Zelle propor-
tional zur Bestrahlungsstérke ist. Unsere
Si-Sensoren nutzen eine monokristalline
Solarzelle, die tber einen niederohmi-
gen Widerstand nahezu im Kurzschluf
betrieben wird. Der positive Temperatur-
koeffizient des KurzschluRstromes fiihrt
zu einem geringen Melfehler.

Daher besitzen die meisten unserer
Si-Sensoren (mit dem Kiirzel ,TC”) eine
aktive Temperaturkompensation, die die-
sen Fehler um den Faktor 20 verkleinert.
Dafiir wird ein spezieller Temperaturfiih-
ler auf der Riickseite der Solarzelle mon-
tiert. Beim Aufbau der notwendigen
elektronischen Schaltung wurde auf
einen stromsparenden Aufbau geachtet.
Beispielsweise betragt die Stromaufnah-
me des SiS-13TC nur ca. 90 pA bei einer
Bestrahlungsstdrke von 1000 W/m2.

Unsere Si-Sensoren werden in vielen
Varianten, mit unterschiedlichen MeR-
signalen und optionaler Messung der
Solarzellentemperatur angeboten. Alle

Sensoren werden unter kiinstlichem
Sonnenlicht gegen eine Referenzzelle
(regelmdfige Rekalibrierung mit einer
vom  Fraunhofer  Institut ~ Solare
Energiesysteme kalibrierten typgleichen
Solarzelle) kalibriert.

Mechanischer Aufbau

Die Solarzelle ist in Ethylen-Vinyl-
Acetat (EVA) zwischen Glas und Tedlar-
folie eingebettet. Die einlaminierte Zelle
ist in einem Gehduse aus pulverbe-
schichtetem Aluminium integriert. Der
Aufbau des Si-Sensors entspricht daher
dem eines PV-Moduls. Der elektrische
Anschluf erfolgt Gber ein 3 m langes
AnschluBkabel.

Optionale Temperaturmessung
Zusétzlich zur Strahlungsmessung er-
maglichen unsere Si-Sensoren mit dem
Kirzel “-T” in der Typenbezeichnung
eine Messung der Solarzellentemperatur
durch einen auf der Riickseite der Zelle
montierten Temperatursensor.
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SILIZIUM- SOLARSTRAHLUNGSSENSOR

SI-SENSOR

Allgemein

GENAUIGKEIT

Bestrahlungsstirke

Temperatur

Zolltarifnummer

Typeniibersicht:
Typ

SiS-01TCext
SiS-01TC-T
SiS-02
SiS-02-Pt100
Si1S-02-Pt1000
SiS-10TC
SiS-420TC
SiS-420TC-T

SiS-13TC

SiS-13TC-T

LIEFERUMFANG

Optional

Technische Daten

Solarzelle:

¢ StrommeRshunt:

Monokristallines Silizium (20 mm x 34 mm)

0,27 Q (TK = 20 ppm / K) bei 1 V- und 20 mA-Ausgang

* Arbeitstemperatur:
e Elektrischer Anschluf tber 3 m Anschlullkabel
¢ Gehduse, Schutzart:

* Abmessungen u. Gewicht Gehduse:

-20°C bis 70 °C

Pulverbeschichtetes Aluminium, IP 67

138mm x 63mm x 40mm, ca. 440 g

o Fehler mit Temperaturkompensation im Vergleich zum Pyranometer (iber den
Arbeitsbereich von -20 °C bis 70 °C (senkrechter Lichteinfall):

e Linearitdt der elektronischen Schaltung:

e Abweichung bei 25 °C:

¢ Nichtlinearitat:

* Abweichung Uber den Arbeitsbereich (-20...+70 °C):

fur alle Sensoren:

Spannungs-
versorgung
5 bis 28 V.

5 bis 28 V.

12 bis 28V,

12 bis 28V,

12 bis 28V,

12 bis 28V,

12 bis 28V,

Bestrahlungsstarke

Temperatur-
kompensation
Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ausgangssignal
0 bis 1V fiir
0 bis 1000 W/m?

0 bis 1V fur
0 bis 1000 W/m2

ca. 60 mV fur
1000 W/m?

ca. 60 mV fur
1000 W/m?

0 bis 10V fir
0 bis 1000 W/m2

4 bis 20 mA fur
0 bis 1200 W/m?

4 bis 20 mA fur
0 bis 1200 W/m?2

0 bis 10 V fur
0 bis 1300 W/m2

0 bis 10V fir
0 bis 1300 W/m2

+ 5 % bei 1000W/m?2

+ 0,3 % v.M. fiir 50 bis 1300 W/m?

+1,5°C
+0,5°C
+2,0°C

8541 4090

Zelltemperatur

Ausgangssignal

1,235V +T[°C[*10mV/°C

Pt100 / Pt1000

J.

(13,88+0,08/°C*T[°C)mA

2,268V+86,9mV/°C*T

e Si-Sensor mit abgeschirmtem Kabel, 0,14 mm2, UV- und witterungsbestdndig,
3 m Lénge und Aderendhdilsen

* Vorkonfektionierung des Kabels auf die gewiinschte Lange
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ELEKTRISCHER
ANSCHLUR

HINWEISE

Besonderheiten

MECHANISCHE
BEFESTIGUNG

MONTAGE-
HINWEISE

HANDHABUNG
GEHAUSE

SILIZIUM- SOLARSTRAHLUNGSSENSOR
Elektrischer Anschluf}

Farbzuordnung des AnschluRkabels

Bestrahlungsstarke: Orange (Litze)

Versorgung (Plus): Rot (Litze)

Versorgung und Signal (Minus): ~ Schwarz (Litze)

Temperatur: Braun (Litze); nur Versionen ,-T*
Kabelschirmung: Schwarz (grofer Querschnitt)

Das Uberspannungsschutzkonzept muss auf die értlichen Bedingungen angepasst
werden.

Handhabung und Installation

* Achtung: Die maximale Biirde fiir die MefSsignale beim Si-420TC(-T) ist 400 Q

* Achtung: Horizontale Montage fiihrt zu erhéhter Reflexion am Glas und damit zu
hoheren MeRfehlern.

Zur mechanischen Befestigung des Si-Sensors verflgt dieser Uber eine
Montageplatte mit jeweils zwei M8-Durchgangsbohrungen. Zur Befestigung muf der
Si-Sensor an jeder Seite der Befestigungsplatte mit mindestens einer M8-Schraube
und Unterlegscheibe an einer geeigneten Unterkonstruktion befestigt werden.

Bei der Montage ist zu beachten, dal das Druckausgleichselement (neben der
elektrischen AnschlufRbuchse) nicht beschadigt wird.
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Erlaubt, aber nicht empfohlen

Sollte eine Reinigung des Si-Sensors notwendig sein, so konnen hierzu ein wei-

ches Baumwolltuch, Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

Ein Offnen des Si-Sensors seitens des Installateurs oder Anwenders ist nicht not-

wendig. Wenn das Gehduse dennoch geoffnet wird, so kann keine Gewihr fiir die
Dichtigkeit iibernommen werden.
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